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ficisles para eliminzr la indeseable formacidn de
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superficisles de dispositivos semi-conductores, tales co
mo *ransistores, pueden estabilizarse por pasivacidn de
le superficie, ¥atz se consigus comuhmente por la provi-
gibn de una capa adherente zislante sobre la superficie
de una pelicule semi-conductors para impedir la varia -
cibn en las condiciones superficisles, con el tiempo y
la atmbsfere aubiente. 3sta capa o revestiniento aislan-—
te estd formada ventajosamente, en el caso de silicio, -
por un 6xido del materisl semi-conductor del dispositivo,
pero a veces esté coustituida de otro modc. Este revesti
mieato yrotege las unicues positivas y negativas en la -
superficie, de la degradacibn, y estabiliza las condicio
nes superficisles,

Aungue la pasivacidbu superficizl, como antes -
gse¢ indica, se emplea muy ventajose y comunmente, tiene -
ciertos inconvenientes inherentes. Tl revestimiento no-
conductor, en determinadas circuastancias, puede actuar
goric dieléctrico peara la zcumulacibn de cargas electri -
ces y afectar asi perjudicislmente el funciénamiehto del
dispositivo semi-ccuductor, Por ejemplc, los gases euce-
rrsdos en el cierre hermético de un dispositive semi-con
ducter, se icunizan répidemente por la irradiascida de -
energia elevada que existe en el espacic exterior, en la
proximidad de los reactores nucleares y en awbientes -
equivalentes., Auugque los iones negativos de este modo -
ereados se disipan en lz mayor perte sobre la superficie
del recipiente o0 cuerpo gue contiene el dispositivo, los
iones positivos se acumulan sobre el Oxido u otro reves-

timiento no-conductor del dispositivo semi-conductor. lLa



16,

15.

20,

25.

36.

carga positiva asi establecida ea la superficiévékterior -
del revestimiento nc conductor, induce una capa de inver -
gidn, o sea, una capa igual y opuesta,ﬂnegativamente carga
da, directamente debajo del revestimiento de la superficie
del material semi-conductor tipo P del dispositive. Esta

capa negativa resultante representa'un canal tipo K en 1la
superficie del material tipo P, gque por lo menos distorsio
na la colocacidn de unicnes PN adyacentes y cambia la con-
duetividad de la superficie de tal modo que modifica inde-
seablemente el funcionamiento del dispositivo.

Este invento elimina las dificultades entes cita
das, experimentadas con dispositivos semi-conductores de -
superficie pasivada, adoptando medidas pars anular o com -
pensar la regidn de campo eléctrico en la intercara entre
la cepe aislante y el semi-conductor inferior, gue da ori-
gen a2 las acanalzduras en la superficle semi-conductora.le
acuerdo con este ianvento, las propiedades de un revesti -~
miento o capa metilicos, en la superficie exterior del -~
alslamiento, estén especialmente relacionadas con las pro-
piedades del resto del dispositivo. Lds especialmente, las
caracterfsticas eléctricas -del metal o zleacibn de la capa
metélica, se eligen, con respectc a lazs del material semi-
conductor determinado, de tal modo que el greadieute de vol
taje normalmente existente entre la capa aislante en condi
ciones de funcionemiento dadas, queda eliminado. Dado que
en este caso no existe gradiente o desnivel a través del -
revestimiento, no se induciréd capa de inversibn en la su -
perficie semi-conductora, por un voltaje dade existente en
las capas metélicas. As{, las caracterlsticas de superfi -

cie de un semi-conductor pueden estabilizarse, de acuerdo
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con este invento, por ejemplo, coutra une carga debida =
seumulaciones de icnes fruto de la ionizacidn de zases -
en el intericr del cierre hersdtico de un dispositivo se
mi-conductor,

BEste invento se comprenderd mejor por la consi
deracidn de le descripcibn siguiente junto con el estu -
dio de los dibujos adjuntcs, en los que

la fizura 1. es una vista et corte de una es -
tructure de diodo planar, modificada de acuerdo con este
iavento, para estabilizar las caracteristicas superficia
lze deseadas del semi-conductor de este invento;

la figura 2. es un esquema de nivel energético
de una estructura cepa metldlica-revestimiento aislante-
semi-conductor gue indice el concepto bésico de este in-
veauto; hebiendo llevado en abscisas disfancias y en orde
nzdas energiss.

le figurs 3. es una vista en planta y las figu
ras 4 a2 6 son cortes de coustrucciones distintas de este
invento; la figura 4 corresponde a la figura 3.

Cou referencia a los dibujos y especialmente a
la figura 1, se representa un dispositivo semi-conductor
de superficie pasivada, 0 sea un dispositive semi-condug
tor 10, de silicio, por ejemplo, cuyes superficle supe -
rior estd revestida con una capa 11 de Oxido de silicio
o meterial esislante equivaleate. De acuerdo con este in-
vento, la regibn de cawpo eléetrico elevado existente -
normalumente en la superficie del semi-couductor, queds -
elipinada a causa de los efectos capescitivos del revesti
miento aislante 11. Dicha regibn de campo eléctrico, pue

de estar inducide por ejemplo, por icues positivos  que
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se acumulan eh la superficle del revestimiento aislante -
11. Como resultado, se induce una eargé negativa en la su
perficie 12 del semi-conductor, que sobre la regibn tipo
P. del semi-conductor 13 constituye canales 14 negativos
0 tipo ¥ en la regibu 13 de la superficie, tipo ¥, cowo
se indica por lineas de trazos. Estos canales acortan 0 -
distorsionan las uniones del dispositivo, teles como la
unibn 15, y afectan perjudicizlmente sus propiedades de
conduccibn de corriente., Con la eliminacibn de la regibn
de elevedo campo.eléctrioo en la superficle semi-conducto
ra, de acuerdo con este iuvento, se elimina la formacildn
de canales, y se estabilizan las caracteristicas superfi-
ciales.

Este invento elimina la regibn de campo eléctri
co normalmente existente eu la superficie semi-conductora
de loa dispositivos semi-counductores de superficie pasiva
da, dispouniendo cepas metilicas, o0 sea de metal o alea -~
cidn, 16, que cubren la capa aislante 11 en regiounes su -
perpuestas a las regiones de trensicidn del semi-counduc —
tor. En otros téruinos, en cada regibn de trausicidun, por
ejemplo la unidn PN del dispositivo se dispone una estruc
tura interleminar metal-aislador-semni-conductor, que in —~
cluye la capaz metélica 16, la capa aisladora 11 y el cuer
p0 0 pelicula 10. Esta estructura interlaminar tendré neyr
malmente un esquema de nivel energético del tipo indicado
en la figure 2, y debe observarse gue el veliaje indesea-
ble, o campo eléctrico, VO, existiria normalmente todavia
en la capa aislante, y por tanto en la superficie semi-

conductora. Con referencia a las figuras 1 y 2, a la vez,

este voliaje VO, incluye una componeante téruica de ten -
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sidn de equilibrio, que existe entre la capa metdlica 16 ¥
el seumi-conductor 10 con un voltaje cero aplicado entce am

bas. 21 veliaje V, puede incluir sdemés una componente de

¢
moutaje splicado V que normelmente existiris, por ejewplo,
al zplicar un voltaje al coutacto 17 de la diodo de la fi-
gure 1. De acuerdo con este invento, el voltaje indeseable
a través del revestimiento sislante, se hace igusl & cero
por la selecciln adecuada de distintcs pardmetros del mate
rial metédlico de revestimiento y del material semiccaduc -
tor del disgpositivo. Con un vultaje cero a través del re -
vestimiento =2islante 11, le supefficie semi-conductora pue
de tolerar una gran diversided de voltaje zplicado. ZE1 es-
tablecimiento de una capa de carga inversa o canales debi-
dos a cargas acumuladas en el revestimiento metdlico gueda
desde luego impedido ya que no existe daida de tensidn a
través de la capa aislante.

El voltaje indeseable VO, entre la capa metdli-
ca y el semi-ccnductor, se observaré en el esquema de ni -

vel energético, de la figura 2, que viene dado por

= IV-X-7V -
vO &M D gF

g.- = funcidn de trabajo de la capa metédlica

dr

V = voltaje exterior aplicado al contactc 17

X = afinidad electrbuica del semi-conductor

C:V, = nivel de la barrera de equilitrio del semi-conduc

tor, o voltaje de difusibun
d:ﬁi = nivel PFermi de electrones en el semi-conductor, -
medido desde el borde de la banda de conduccibun
A es la banda conductora y B la banda oscilante.

De mcuerdo con este iavento, Vé se hace igual 2 O
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para un semi-ccnductor dado coan un "d0ping".éeterminado, -
que determina fr, y una concentracidn dada de estado de sy
perficie, que determina Vb, as{ como un voltaje exterior -
dado V aplicadc 2l contacto 17. Para hacer Vb = 0, hay que
satisfacer la ecuacibn siguiente: ﬁn =X 4 Vb+ g - V. Se
elige un metal o aleacibn convenien%e para el regestimien~
to metdlico = fia de obtener uwna funcibn de trabajo adecua
da %N que satisfaga o resuelva esta ecuacibn. For ejemplo,
consfderese el caso en gue el semi-conductor es silicio,
X = 4,05 ev, y la tensién V externa aplicada es cero. Su -
pongase ademés que no existe estado superficial, VD = 0,
La condicibn para gue VO =0 es
g =X+ g =4,05ev+ .

F F

JiA

Zmpleando oroc como capa metdlica, Q& = 4,85 ev
i
¥ el anivel PFermi del silicio es, por *tanto,

¢é = 4,85 - 4,05 = 0,80 ev
La concentracién de la portadora (p) para sili -
cio tipo P, precisc para proporcionar un nivel Permi de
C,80 ev se calcula a continuacidn por la relacibn siguien-
te
P = ni exp(q (ﬁF-YW/kT) en la que

n = densidad intrinseca de los portadores

ql = carga de un electron

¥ = energla potencial de un electron en la banda de va-
lencias medida con respecto al nivel Fermi

k = constante de Boltzmaann

T = temperature absoluta

Para el silicic¥= 0,554 y a; = 1,25 x 1010. Asi pués,
0
P =1,25x 10t exp(0,80 - 0,554/0,02585) = 1,8 x 1004 oo,
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Zsto corresponde & una resigtividad del silicio tipe F de
uwaos 70 chmics/cm, En este ejeuplo, lcs dispositivos seni
conductores de superficie pasivada, se construyen asi ven
tajosamente de silicic dotado de las caracteristicas ante
ricres coun capas de oro gue cubreun la capa de éxido u -
¢tro aislante en relaciln de superpusicidun con respecto a
las regiones de transiciln del silicic¢. Para un volisje -
externo cerc aplicsdv & las capas de oro, las caracteris-
ticas suparficiales del silicio tigo P se estabilizan con
giguientemente. La seleccidn de un metal o aleacilu apro-
viede para el voltaje cerc a través de la capa aislante,
puede llevarse a cebo de modo anfdlogo al del volitaje no-
cero aplicade al dispositivo. dste voltaje no-cerc aplica
dc, wor ejemplo, puede también ser el que podris esperar-
se gue se grodujera por ilcnes positivos w ctras cargas -~
electricas acumuladas sobre las capas metélicas, en condi
cicnes predeterninadas de trabajo.

Como segunde ejemplo aclaratorio del concepto -
de este iavento, considerese el caso de un semi-ccnductor
de silicic de una alta concentracibn de estados superfi -
cizles tigo "Donador" con una deunsidad de estadovs superfi

ciales, por unided de superficie, de 0 = 1,0 x 1011 dto

1cy
mos/cm2. Suplbngase que el silicio es t?;o P con una con -
centracidn de portadcres de 1,0 x 1015/cm3, N Vb = 0,293
ev. Puede celcularse gue ¢m = 0,72 para la concentraciln
de portedcores anterior. Pa;a condiclones de voltaje apli-
cado cerc en las capas metélicas, el voltaie a través de
la capa aislante puede hacerse igual a cerc¢ eupleando ca-
pas metélicas dotadas de una funcidn de trabajo ﬁy, dada

poY
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,efI =X 4 VD i3 pfr = 4,05 1 0,293 4 0,72 = 5,06 ev
Vi i

tambibn en este casc, el voltaje VO a través de la capa -

aislante, puede eliminarse para un voltaje predeterminado
existente en las capas methlicas, por seleccidn de un me~
tal gue tenga una funcibn de trabajo adecuada, de modo -
andlogo.

Tenietdo presente lo anteriormente expuesto, el
dispositivo de la figura 1 puede comprenderse mejor en -
sus detalles. Una estructura diodica planar de silicio 10,
tal como le representada, incluye uan cuerpo delgado 13 de
silicio tipc P provisto de una isla o inclusibn enérgica -
mente "doped" Wi+ 19 difundida o formada de otro modo en
aguella. Eatre la isla 19 y el cuerpo 13 se defiune una -
unidn PN 15 y esta unidn se prolonga a la superficie semi-~
conductora 12, sobre la cual se dispone una capa aislante
11 de 6xido de silicio o similar, en relacién de superposi
cién y enlace para lz unidn 15 dounde se prolonga a la su -
perficie 12. A la superficie 12 se sujeta un contacto ohmi
¢o 17 centralmente en la iela 19, con la periferia del con
tacto apoyada en el revestimiento 1ll. En la superficie -
opuesta 21 del cuerpo 13 tipo P se sujeta un contactc chal
co 2C,

El diodo de la figura 1. se representa provisto

de un revestimiento aislante 11 de espesor no uniforme que

puede ser debido & las téenicas de fabricacilén empleadas -
en la construceiln de le estructura dibdica. 51 revesti -
mientc incluye una regidn relativemente delgada 22 de eépg
sor practicamente constante, superpuesta a la regidn tipo

P de la superficie 12, y una regibn 23 relativamente grue-

ga de espesor practicamente constante, superpuesta a la re
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gibn de la isla N+d 19, eunérgicamente "doped" por ejemplo
1019

este invento, se dispone una capa metdlica 16 por eacima

&tomos/cm3, asdyacente a la unidn 15. De acuerdc cou

del revestimiento aislante. La capa metdlica se adapte a
la superficie de la capa aislante y puede aplicarse, por
ejemplc, por chapeado o de modo similar. Como se represen
ta, la capa 16 incluye partes planas 24 y 26, respectiva-
mente, paralelaments separadas, scbre la superficie de -~
las zonas 22 y 23 del revestimiento 11. Las partes 24 ¥
26 sstén interconectadas por una parte angularmente esce—
lonada 27 que circunscribe la periferie exterior de la re
gin 23. En este caso,'la capa metélica 16 esté ohmicamen
te conectada al cuerpe 13 de silicle fipo P. Estc se ccu-
sigue a trevés de una parte periférica 28 sngularments es
calonada, prolongada desde la parte plana 24. La parte es
calonada 28 circunscribve la periferia exterior de la re -
giln 22 y esté en conexidn directa con el cuerpc en la su
perficie 12.

Para la estructura de la figura 1, la tensibn -
V en el revestimiento de Oxido 1ll, se anule para ua vol-

taje de unidn splicedc, cerc, o sea veltaje eantre los con

tactos 17 ¥ 20, por eleccibn sdecusda de la cazpa metdlica

vy de los pardfmetros del semi-conductor, del modc antes -~
descritc, En le regiba relativamente gruesa 23 del reves-
timiento de Oxido 11, el voltaje veria con la tensibn -
aplicada a través de lz unibn 15. Sin ewbargo, el silicio
por debajo de la regibn gruess de &xido 23 es la isla -
eaérgicasente "doped" T4+t 19. A causa de este espesor, -
cualguier cambio de condicibn o propieded superficial del

6xido, debido a movimientos de impurezas o a iones metdli
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cos en el xido, es poco probable que e Las caracte-

risticas de le superficie o de 14 woibn, de modo aprecie-

ble, La regibn en gue el siliciop estd ligeramente "doped",
¢ sea, en el cuerpo 13 de tipo P, debajo de 1a regién del
gade 22 del {xido, puede ser afectada gor el cambio més 1i
gero de la condicibn superficisl o propiededes del éxido

a ceusa de la migracibn de impurezas metdlicas ¥ otros -
iones. Sin embargo, de acuerdo con este invento, la regidn
superficial 12 de la regifn 14 ligeramente "doped" del -
cuerpc de silicio, estéd protegida contra las influencias —
del campo por la conexibn de la capa metdlica 16, eapecial
meute la parte 28 de la misma, con la regibn 14. El volta-
ie Vb en la capa de Sxidc 11 se hace igual a cero para un
veltaje de unibn aplicadc de este valor, y la superficie -
estd en un campo cerc para uan voltaje de unidn eglicadc no
~cero dado gue la capa metdlica 16 estd sujeta o la masa —
de silicio y por tanto se halla el miswo poteancial gue el
silicio por debajo de la regibn de éxidc de pegueio espe -
sor. En otros térwinos, las caracteristicas de superficie
de la regibn tipo P adyacente a la unibu 15, se estabiliza
independienfemente de las variaciones en ¢l voltaje de la
unidn.

Bl concepto de este inventu pucde aplicarse de
verios modos a une veriedad de estructuras semi-conducto -
rag, ilncluyendo los transistores. En un transistor NPN pla
nar de superficie pasivada, por ejemplo, las caracteristi-
cas superficiales pueden estabilizarse cubrieundo el éxidc
u otra capa alslante en regicnes gue se superpcengan 2 las
uniones base~colector y base-emisor ¢ ambas, con capas me-

télicas de material elegido de acuerdc con las considera -
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cicnes anteriormente expuestas. Es sobrelzgggkimportante -
proceder asi sobre la unibn base-colector. Las cepas meté-
lices pueden ser electricameute flotautes o, en algunas -
aplicaciones, con objeto de permitir l= unidn a tierra de
zunas del transistcr, las capas metédlicas pueden sujetzrse
a les contactos ohmicos del transistor pears conectarse a
tierra.

Las estructures de traznsistor con este ilnvento -
edaptadc, se representan en las figuras 4 a 6. Bl {transis—
tor 30 de la figura 4. tiene una regibn colectora 31, una
regidn de base 32 y una regibn emisora 33. El contacto de
emiisor 34 y el coutacto de base 35 estén formados de modo
couvencional por depbsito de metal a través de zberiures -
en la superficie, como se describe detzlladamente en la Fa
tente Yorteanericana 3.025.589. La capa metélica 36 se de-
posita de acuerdc con las normas de este inveunto adyacente
e la regibn 31 del colector, y por encime de la unibn 37 -
de la base. Ia capa metdlica 36 estd separads de la uniln
37 gor la cepa de Oxide 38. Las caracter{sticas de superfi
cie del transistor 30 se estebilizan por la preseuncia de
la capa metdlica 36. En la coastruccibn de la figura 4, la
capa metllica 36 se deja flotante.

3Zn lzs construcciones de las figuras 5 y 6, se
foriia una capa metélica por encime, a la vez, de la unién
base-emisor y las uanicunes base-colector del transistor. Zu
la coustruccibn de la figura 5, lz capa metédlica 38 por en
cime de la uniln 4C emisor-base, estd integramente counecta
da al electrodo base 41. Ia coufiguracibn es especizluente
desseble para circuitos de base unida a tierra. La capa me

L s J . 3 > 2 - »
talica 42 por eucima de la unibn 43 base-colector, se dejs
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flotante. Puede cbtenerse un gredo elevado de estabili -~
dad superficial utilizandc capas metdlicas por encima de
ambas uniones del transistor, como se indica en la figu-
ra 5,

El dispositivo de la figura 6 tiene ftambidn -
une capz metdlica por eacima de la unibn 44 base-emisor,

v de le unidn 45 base-colector. Tambiée en este caso se

deja flotante la capa wetélica 46 situada por encima de

la unidén 45 base-colector. Ia cepa metdlica 47 por enci -
ma de la unidn 44 emisor-base, en esta counstruccibn, es-

t4 integremente conectada al contacto del emisor 48, &1

transistor de la figura 6 por tanto, se adapis especial-

mente & los circuitos de emisor unido a tierra. Cuando -

el electrodo emisor 48 esté conectado a tierra, cual -~

guier carge que se acumule sobre la caps metdlica 47, se

dirige inuediatamente 2 tierra a través del emisor unido

a tierra.

Aungue este invento se ha descrito en los pé-
rrafcs anteriores con respecto a ejemplos y construccio-
nes especiales, se comprenderé gue pueden introducirse -
en el mismo numerosas variaciones y modificacicnes sin -
separerse de su verdadero espiritu y alcance. Asi, no se
trata de liuiter este inveuto excepto en cuanto se indi-
ca en las reivindicaciones adjuntas. .

N O T A

Descrita suficientemente la naturaleza del iun-
vento, asi como la mauera de realizarlo ea la préctice,
debe hacerse counstar gque las disposiciones enteriormente
indicadasa son susceptibles de modificaecicnes de detelle,

en cuantc no alteren su priucipio fundsmental. Tambidn -
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se hace constar gue el luvento corresponde a una sclici -~
tud de patente presentada en BE.UU. de A. con fecha 4 de
Febrero de 1.964 bajo el nlmero 342.495 acogiéndcse, por
lo tanto, a los beneficios qgue coaceden los Convenios In-
ternacionales en vigor y siendo lo gue ccustituye la esen
cia del referido iaveauto y por 1o gue se sclicita Feteante
de Tavencilén por 20 aiios, en Zspaka "Perfeccionamientos -
en dispositivos sewicounductores”, caracterizéndose por lo
siguiente:

12.- "Ferfeccionamientos en dispositivos semicon
ductores" dotados de caracteristicas de superficie semi-
conductora estabilizada, provistcs de un cuerpo semi-con-
duector con zonas tipo P y tipo N que se acoglan para for-
mer por lo meuos una wnido PN prolongadz a una superficie
del mismo; un revestimiento aislante de pasivacidn, sobre
la supsrficie citada del cuerpc semi-conductor, gue cubre
lz unidn indicada, caracterizadcs por disponer una capa -
metélica sujeta 2 la superficie de dicho revestimiento -~
alslante, en relacién de superposicibn con respecto & uaa
parte apreciasble de diche uniln en la mencionada superfi-
cie del cuerpo semi~-conductor indicedc; la mencionada ca-
pa metdlica esté preparada pera desviarse a un potencial
nc superior al de cualquiera de las regiones tipo P y ti-
po N menclonadas, cuzndo dicha uniln PN se desvia en sen-
tidc¢ contrario.

28 .~ Perfeccionamientos segln reivindicacidn 18
caracterizados, ademds porgue el mencionado potencial de
desvic entre la capas metélica citada y una de dichas re -
giones, es cerc,

38 .- Perfeccionamientos, segln reivindicacicnes
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1§ § 28, caracterizados sdemis porque la ﬁencionada capa
metélica forma un contacto ohmico con ls mencionada re -
gibn %ipo P.

2 .~ Perfecclonamientos seglin reivindicacidn 18,
caracterizados ademds porque la capa metélica citada tie-

ne una funcibn de trabajo Q&, dadapor f =X4V + ¢ -
i ; 0 F

LT Vi
i1 Yi

-

V, en la gue X es la afinidad electrdnica, V el voltaje
de difusifn, y ¢ es el nivel Fermi de electgones medido
desde el borde 12 bandz de conduccibn de la zona de semi~
conducter tipo P pcr debejo de la capa metilics, mientras
gue V es un voltaje predeterminado en la capa metilica.

&,~ FPerfeccionasmientos segln reivindicaciones -
l2, 28, 38 § 48, caracterizadcs ademds porgue, como mini-
mo, dos regiones de un tigc de conductividad y una regidn
del tipo de conductividad opuesto, forman une estructura
de transistor; las tres regiones son las regiones de co ~
lector, emisor y base; las regiones de colector y Lase, -
se acoplan pera former una unibn PY colector-base, y las
regiones emisor y base se acoplan para formar una uniln -
base-emisor; ambas uniones se prolongan a una superficie
del cuerpo citado por debajo del revestimiento aislante -
de pasivacidn mencionado, y la capa metédlics indicadz es-
t4 formsda en relacibu de superposicibn con la capa ais -
lante, solre una parte apreciable de una pcr 1o menos de
dichas uaniones,

68.~ Perfeccionamientos, segin reivindicacibn 52
ceracterizados ademés porgue la mencionada capa metélica
tlene partes superpuestss a una parte apreciable de las
dos uniones indicadas.

78.,~ Perfeccionamientos segln reivindicacibn 52,



1G.

15.

Sk
l' 5
caracterizados ademfs por la sdicibn de contet{b® de emi-
sor jy de base, respectivamente sujetovs a las regiones de
enisor y de base mencicunades, en dicha superficie del -~
cueryo indicade, y porgue el revestimiento alslante de pz
givacifn sobre la superficie indicadsz, tiene una primera
perte sutre los contactes de emisor y de lLiase mencicnadcs,
gue s¢ superpone a dicha uniln base-emisor, y una sezunda
perte de dicha superficie se prolouga desde sl citedo con-
tactc de base y se superpcune & dicha uwaidn de colector; la
segunde parte citada terndina a poce distancia de la peri -
feria de dicha regiln de cclector, por cuyc medioc une par-
te expuesta de superficie de la regidn de colzctor se pro-
lotga hacie el exterior desde dicha segunda parte, y 1la
caps metdlica indicada se proloungz por encima de lz super
ficie de la segunda parte mencionada del revestimiento in
dicado, sobre lz unibn infericr y scbre y en contacte con
diche parte de superficie expuesta de la iundicada regibn -
de colector.
828,~ Perfeccionamientos, segin reivindicacibn
72, caracterizados pdemds porgue dicha cape metédlica tie-
ne una perte adicional separada scbre la superficie de lea
triuera parfe indicadz del revestimiento aislente menciona
d¢, sobtre la unilu inferior, y prolonzada en consxidn -
eléctrica integral eu dicho ccutactc de base.
Gt .~ "Perfeccionamientos en dispositivos semi-~

conductores"; tal y como queds substancialuente descrito
e la preseante hemofia e ilustrado en los ad;untos dibu -

ios.
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